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TRANSISTOR NPN 2N3055

GOVDESI VE TERMINALLERI

Rating Symbol Value Unit
Collector—Emitter Voltage VCEO 60 Vdec
Collector—Emitter Volitage VCER 70 Vdc
Collector—Base Voltage VcB 100 Vdc
Emitter-Base Voltage VEB 7 Vdc
Collector Current — Continuous Ic 15 Adc
Base Current B 7 Adc
Total Power Dissipation @ T¢ = 25°C Pp 115 Watts
Derate above 25°C 0.657 WreC
Operating and Storage Junction Temperature T4, Tstg —65to +200 b, -
Range




Kodu NPN 2N3055 olan transistorumuz de dc analizdeki 3 degeri 20 ile 70
arasinda degisir.

Collector—emitter arasi sattirasyon voltaj degeri (Vce(sat)) =1,1 Vdc

Collector tuzerinden gecen akim ise (Ic) = 4 Adc

Characteristic Symbol Max Unit

Thermal Resistance, Junction to Case ReJc 3.52 °C/W

OFF KARAKTERISTIK DEGERLERI

Collector - emitter kirllma voltaj degerleri(Vceoeus); Ic degeri 200 mAdc ve lg
degeri 0 mAdc iken minimum 60Vdc maksimum degeri yoktur.

Collector - emitter kirllma voltaj degerleri(Vceresus); Ic degeri 200 mAdc ve Rge
degeri 100 Ohms iken minimum 70 Vdc maksimum degeri yoktur.

Collector kesimdeki akim degeri(lceo); Vce degeri 30 Vdc ve |g degeri 0 mAdc
iken maksimum degeri 0.7 mAdc minimum degeri yoktur.

Collector kesimdeki akim degeri(lcex); Vce degeri 100 Vdc ve Veeen degeri 15
Vdc iken maksimum degeri 1.0 mAdc minimum degeri yoktur. T.=150°C
oldugunda maksimum degeri 5.0 mAdc minimum degeri yoktur.

Emitter kesimde akim degeri(leso) ; Vee degeri 7.0 Vdc ve | degeri 0 mAdc
iken maksimum degeri 5.0 mAdc minimum degeri yoktur.

ON KARAKTERISTIK DEGERLERI

Collector - emitter satiirasyon voltaj degeri(Vceesay); Ic degeri 4.0 Adc ve lp
degeri 400 mAdc iken maksimum degeri 1.1 Vdc minimum dederi yoktur. I¢
degeri 10 Adc ve Ig degeri 3.3 Adc iken maksimum degeri 1.1 Vdc minimum
degeri yoktur.

Base — emitter tizerindeki voltaj degeri (Veeon); Ic degeri 4.0 Adc ve Vge degeri
4.0 iken Vdc maksimum degeri 1.5 Vdc minimum degeri yoktur.
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Vcg, COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (VOLTS)

lc - Vce grafigi Q noktasi dedigimiz calisma noktasinin ¢ikarimini yaptigimiz
grafiktir.
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Ic, COLLECTOR CURRENT (AMP)

hee ‘nin ( Bac) collector akimiyla degisimi sekildeki gibidir.Oda sicakhginda
(25°C) , 8mA civarinda hee ( Bac) en yuksek degeri olan 1' e sahiptir. I, bu
seviyenin Ustlnde arttik¢a, hee  Ic ‘nin 50mA oldugu zamanki degerinin yarisina
dlismektedir. Ic duslk bir seviye olan 0,15mA ‘e dlslncede azalma
olmaktadir.Bu normalize bir egridir ve oda sicakliinda bu transistor icin
Bac=hee =50 oldugu icin 8mA ‘daki en yiksek deger 50'dir. Ic 50mA iken bu
deger 50/2=25 ‘e duser.Diger bir deyisle , normalize ederken hge ‘nin her Ic'deki
dederi, Ic =8mA iken ayni sicaklikta hg ‘nin maksimum degerine bolinmustdr.
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GOVDESI VE TERMINALLERI
PARAMETRELER SEMBOL e BIRIN
Crain-Souree \lotege Ve 60
Gate-Source \ixliage Ve 1503 v
Ta= 25°C 027
Confinuous Crain Cunent (T = 150°C) T mC Ip KR A
Fus2d Dran Curert o 1
Ta= 25°C [
Fows! Disspation Te= 100°C Fp 032 p:
Thema Resistancs .unction-o-Ambent ReJa 156 ‘CIW
Operating Junction end Storage Temperature Range T Tetg 5 _150 *C




Gate — source voltaj degeri (Ves) 0,6 V ile 2,5V arasinda degisir. Drain akimi
Ise 0,23 A ‘dir.

Drain — source Uzerindeki breakdown voltaji (Verposs ); Ves degeri 0V ve Ip
degeri 100 pA iken minimum degeri 60V , maksimum degeri yoktur.

Gate — esik degeri Uzerindeki voltaj degeri (Vese) ; Vos =Ves ve Ib=1 mA iken
maksimum degeri 2,5 V minimum degeri 0,6 V ‘dur.

Ters kapi akimi (less ) degeri ; Vos = 0V ve Ves = 15V iken minimum degeri yok
, maksimum degeri 100nA ‘dir.

Sifir kapi gerilim drain akimi (loss ) degeri ; Vos =48V ve Ves=0V iken minimum
degeri yok, maksimum degeri ise 10pA’dir.

Sifir kapi gerilim drain akimi (loss ) degeri ; Vos =48V, eklem sicaklik aralgdi (T,)
= 125°C ve Vgs=0V iken minimum degeri yok ,maksimum degeri 500pA’dir.

Acik durum drain akimi (Ioon)) degeri ; Vos = 10V ve Ves = 10V iken minimum
degeri 0,75A , maksimum degeri yoktur.

Drain — source direnci (Roson) ) degeri; Ves=5V ve Ip=0,2 A iken minimum
degeri yok, maksimum degeri 7,5Q ‘dur.

Drain — source direnci (Rosn) ) degeri; Ves=10V ve 1p=0,5 A iken minimum
degeri yok, maksimum degeri 7,5Q ‘dur.

Drain — source direnci (Ros(n) ) degeri; Ves=10V , 15=0,5 A ve eklem sicaklik
araligi (T;) = 125°C iken minimum degeri yok, maksimum degeri 13,5Q ‘dur.

lleri akim admitansi (grs) dederi ; Vos = 10V ve Ip=0,5 A iken minimum degeri
100mS, maksimum degeri yoktur.

Cikis admitansi (gos) degeri ; Vos = 7,5V ve [p=0,05 A iken minimum degeri
yok, maksimum degeri yoktur.

Giris kapasitansi (Ciss) degeri ; Vos = 25V , Ves=0V ve f=1MHz iken maksimum
degeri 60pF ,minimum degeri yoktur.

Ters aktarim kapasitansi (Crs) degeri ; Vos = 25V , Ves=0V ve f=1MHz iken
maksimum degeri 5pF ,minimum degeri yoktur.
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Threshold Region Capacitance
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Aktarim egrisi Shockley denklemi ile tanimlanamaz ve gate — source gerilimi (Ves) belirli bir
blyiiklige ulasana kadar drain akimi (ID) sifirdir.Ozel olarak n kanalli cihazda akim kontrolii negatif

gerilim araligi degil , pozitif gate-source gerilimidir (Vas) .

SiLIKON PIN DiYOT BAR17

s | Mimonizy -camier flow

p——

¥

S - @-
_4 + M- : ""_ F
-o-Q Son GD—@

LN
_— -

Depletion region

(= D),

& |
¥-
= o

GOVDESI VE TERMINALLERI



MUTLAK MAKSIMUM ANMA DEGERLERI
Sicakhiliklar

Depolama sicaklik araligi -65°C ve 200°C

Maksimum eklem calisma sicakligi 175°C

Kursun sicakhgdi 260°C

Guc Harcamasi

25°C Cevrede maksimum gu¢ harcamasi 500mwW
Dogrusal gli¢ azalma katsayisi (25°C ‘den) 3,33 mW/°C

Maksimum gug yitimi Pp = Vp Ip =500 mW ‘dir. Sicaklik 25°C ‘yi astiktan sonra
maksimum gi¢ anma degeri her 1°C artig icin 3,33 mW kadar
disecektir.100°C ‘de, yani suyun kaynama sicakliginda,maksimum gi¢ anma
degeri ilk degerinin yarisina inecektir.25°C , dusik gucle calisan elektronik
ekipmana sahip bir kabinin tipik baslangi¢ sicakhgidir.

Maksimum Gerilim Ve Akimlar

lo ortalama dogrultulmus akim 200 mA

le ortalama dogrultulmus akim 500 mA

I strekli ileri akim 600 mA

iwarve) Tekrarlamali Ileri Tepe Akimi
Vuru genisligi = 1s 1.0A
Vuru genisligi = 1us 4.0 A

Maksimum stirdurulebilir akim 500 mAdir. lleri akimin 0.5 voltda 0.01 mA ya
yakin oldugunu fakat yaklasik 0.65 voltda 1mA ya atladigini I — Ve grafiginde
gormekteyiz. 0.8 voltda akim 10mAdan fazladir ve 0.9 voltun biraz tzerinde
100mA ya yakindir. Bu grafikteki karakteristik daha énce karsilasilan egrilere
benzememektedir. Bunun nedeni akim icin logaritmik, gerilim icin dogrusal
olcegin kullaniimasidir.



Elektriksel Karakteristikler

Tersi belirtiimedigi stirece 25° C ortam sicaliginda

Parameter Symbol Values Unit
min. |typ. max.
Reverse current Ir
= 50V - - 50 nA
=100V - - 1 uA
Forward voltage Ve - 0.91 1 Vv
IF= 100 mA
Diode capacitance Cr pF
V‘r=50V,f=1MHz - 0.32 0.55
Vr=0, =100 MHz - 0.37 -
Charge carrier life time w - - - us
F=10mA, r=6 mA
Forward resistance 7 Q
f=100 MHz, Ir=0.01 mA - 1150 |-
IF=0.1mA - 160 -
IF=1.0mA - 23 -
F=10 mA - 3.9 -

Forward current I= = f (T %)

Forward current /= = f(Ts; Ta")
*Package mounted on alumina
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Forward resistance =fU'F} Diode capacitance Cr =f(rR)
f= 100 MHz
LA .1, g B2 17 BHooTaTs
r il '-TI pF
[} i

Her bir akim seviyesi icin ileri egilimleme gerilimi V¢, verilmektedir. Ileri akim ne
kadar yuksekse uygulanan ileri egilimleme o kadar ylksektir.

Sabit bir sicaklikta uygulanan ters egilimleme ile birlikte ters doyum akiminin
arttigini verilen bilgilerde goruriz.

0 volt ters egilimleme geriliminde azatlhim kapasitansi 1MHz test frekansi icin
5pF dir. Ters besleme gerilimi arttikgca kapsitansda artar.

Verilen test durumlari icin geri toparlanma zamani 3us’dir. Bu deger
gunimizde kullanilan yuksek hizh sistemlere gére hizli bir zaman dedgildir.
Fakat, bircok dustk ve orta frekans uygulamasi icin kabul edilebilir bir
seviyededir.



